(M Germanium-pnp-Drifttransistor gciggm

Der HF-Transistor GF 120 (alte Bezeichnung OC B80) ist ein diffundierter
Ge-pnp-Transistor Im = TO-18-Gehause.
Der Einsatz ist vornehmlich in Vor-, Misch- und ZF-Stufen im MW-Bezreich,
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Bestellbezeichnung fir einen Transistor: Transistor GF 120
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Anwendung

470-kHz-LF-Yerstirker mit dem Transistor GF 120

Drifttransistoren des Typs GF 120 sind filr den Frequenzbereich won
500 kHz. . .2 MHz bestimmt. Besonders der gegen einen Legierungstransistor
(GF100) hohe Ausgangswiderstand, die kleine Rickwirkungskapazitit und
die verhiltnismiflig hahe Steilheit befihigen sie zum Einsatz in hochwertigen
Zwischenfrequenzverstirkern. Bel entsprechender Bemessung der ZF-Kreise
kann die sonst dibliche Neutralisation entfallen. Der Wegfall der Neutralisa-
tion, der geringe Einflul der Exemplarstreuung und die hohe Verstirkung
stellen fiir den Gerdtebauer einen groBen Vorteil dar.

Der zweistufige Zwischenfrequenzverstirker benutzt 2 Bandfilter und einen
Einzelkrels mit anschlieBender Gleichrichterdiode. Die hohe Kreiskapazitit
(1000 pF) ergibt mit den glnstigen Parametern des Transistors eine gute
Stabilitit und Schwingsicherheit des Verstirkers. Die gute Temperatur-
stabilitit ist besonders auf die verhdltnismiBig niedrigen Spannungsteiler-
widerstinde zurdckzuflhren.
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Technische Daten:

Transistoren GF 120

Gesamte Leistungsverstirkung .........ccccvvinncrinininas 66 dB
B IEm v vin o e b e o A b A 4,25 kHz
Bt TERPRIMIIE o < .05 v 30 5 s i i B0 6y
AUTESNOIMIMIENEE BEPOMY <o cei o s 8 o i s h a8 e e 3.5 mA
Hohe Schwingsicherheit trotz fehlender Neutralisation.

Geringer EinfluB der Transistorexemplarstreuung auf Verstir-

kung und Stabilicae.
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Dimensionierung der Schaltung

Ry = 10 kil Einstellregler
Ry = 2K
Ry = 2kil
R; = 10 kil Einsteliregler
Rs = 2kl
Rg = 1k
Ry = 10k}
Cy = 1nF
Cz = 1nF
Cs = 2WnF
Ciy = 1nF
Cg = 1nfF
Ce = 0,1 pF
Cz = 120nF
Cg = 50nF
C; = 1 nF
Cio= 10nF
Cyt = 100 uF
T1=GF120
Til= GF120
Dy = OA 825



